
 

 

                                   

Situazione simile a quella dei conduttori, ma:

   Due tipi di portatori

Entrambi i tipi presenti in ogni semiconduttore

Per i semicond

11 - Corrente in un semiconduttore

uttori intrinseci:

     

Per i semiconduttori estrinseci:

  (  per ,   per )

   (  per ,  per )

Piu' di un tipo di meccanismo per la corrente:

  

  Effetto di un campo ele
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  Effetto statistico dovuto a gradienti di concentrazione

Diffusione

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

2

* *

*

Corrente di drift: Caso elettroni

,  analogo a conduttori (v. prima)

,    mobilita' di elettroni

 

Analogo per lacune
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Conduttivita', resistivita':
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Resistivita’  1/piu’ e’ piccolo, piu’ grande e’   

→ Con diversi contributi, domina il piu’ piccolo 

 → Mobilita’ si combinano come resistenze in parallelo 



 

 

Mobilita’ vs T 

                                       

Mobilita’ vs concentrazione 

 

                           

 



 

 

        Resistivita’ vs concentrazione    

                  

                           

       Resistivita’ vs temperatura 

 

 

                      

 

 



 

 

Corrente di diffusione: Effetto statistico

Concentrazione non uniforme  Flusso netto  
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  Prima legge di Fick
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   Relazione di Einstein
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Concentrazione non uniforme: Corrente di diffusione  
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Concentrazione non uniforme: 

ln

Livello di Fermi costante Sistema in equilibrio

   Band bending
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Concentrazioni non uniformi: Corrente totale

Drift + Diffusione
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Ritroviamo la relazione di Einstein:
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Correnti in un semiconduttore:

Elettroni

Lacune

Totale:

In 3D:
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